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РЕФЕРАТ

Отчет: 44 стр, 21 рис.., 17 источников.

сегнетоэлектрик, твердый раствор, фильтр, планарный монтаж.

Объектом исследования являются планарные пьезокерамические 

высокочастотные фильтры для электронных систем детектирования.

Цель работы —  разработка составов и методики изготовления 

многослойных пьезокерамических высокочастотных трансверсальных 

фильтров. В процессе работы проводились теоретические расчеты 

параметров многослойных пьезокерамических высокочастотных 

трансверсальных фильтров и экспериментальные исследования влияния 

составов материалов на электрофизические параметры приемников. 

Разработаны составы керамик на основе многокомпонентных твердых 

растворов пьезоэлектриков.

В результате исследования были рассчитаны трансверсальные фильры 

для электронных систем детектирования на диапазон частот 10-350 МГц.

Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: 

При использовании в качестве материала диэлектрика твердых растворов 

сегнетоэлектриков с узкой петлей гистерезиса (Pbi.xLax)(Zri.yTiy)03 (PLZT) 

при х = 0,09, у =  0,35 и Pb (Zri_xTix)03 (PZT) при х > 0,5 и толщине пленок 

менее Юцш которые имеют диэлектрическую проницаемость порядка 570 и, 

при толщине слоя диэлектрика в 7-10 обеспечена требуемая удельная 

чувствительность по импульсу 10 мс при сохранении остальных параметров 

в требуемом диапазоне значений.
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